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QELELBEEQLZEE;J RECOZIMENTO DE DEFEITOS DE IMPLANTAGAO DE B EM Si POR PROCES-
SO TERMICO RAPIDO EM AMBIENTE INERTE E POR PROLONGADO EM AMBIENTE OXIDANTE
CONTENDO HC1. (Celso R. Peter (a) e J.P. de Souza (b). (a) SID Microeletrg-
|nica S.A., Contagem, M.G., (b) Instituto de Fisica, UFRGS, Porto Alegre, R.S.

Estudamos o recozimento de defeitos introduzidos pela implantagao ioni-
ca de B (energia entre 50-150 keV, dose entre 1014 e 1015 cm'z) em Si. Foram
empregados processo teérmico rapido a 1200 oc por 25 s, oxidacao em ambiente
de 02 contendo HC1 na proporc¢ao de 1 a 3%, a 1200 o por 30 minutos e combi
nacao destes dois processos. Verificamos que pela combinacao destes dois pro
cessos (com 3% de HC1) obtém-se superficie completamente livre de defeitos
como observado em microscopio otico apos ataque Secco por 30s.

DEF_4/16:30/32f. l ESTUDO DE UM CRISTAL DE YELF (LiYo,s Ero,s Fs) PARA A CONSTRUGAO DE UM LA
SER PULSADO DE Er. *Marly Bueno de Camargo, Nelson Batista de Lima,Laércio
Gomes e Spero Penha Morato - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
CNEN/SP , Howard Joseph Guggenheim -Bell Telephone Laboratories .

0 objetivo desse trabalho é a construgao de um laser pulsado de Er. Temos wm cris
tal misto pois a concentracio de Er é de 40%Z. Esta novidade & importante pois até hoje ape
nas o YLF com concentracbes inferiores a 107 foi estudado. Escolhemos a transicdo de 1,73um
pois ela favorece futuras aplicacdes deste sistema em medicdes de distancia e ndo danifica
a retina humana. Novas medidas dos pardmetros de rede, por técnica de difracao de raios-X,
estdo sendo feitas. O espectro de absorcdo optica mostra linhas muito estreitas semelhantes
aquelas observadas para o Er em baixas concentracdes no YLF(LiYF,). As posicoes das linhas
sdo estimadas e as mesmas sio identificadas de acordo com a literatura. A excitacao com 1am
pada de Xe de alta pressao produz uma emissdo fraca na regido do amarelo. Pretendemos medir

o tempo de vida dos niveis fluorescentes do Er.

* Desenvolvido com o apoio da FINEP e FAPESP.

DEF 5/16:30/3§f-| REVELAGEO DA ESTRUTURA DE DOMINIOS FERROELETRICOS EM TGS. Antonio Carlos|

Hernandes, Victor Hugo Etgens, José Pedro Andreeta e Ireno Denicold (Instituto de Fisica e Qui

mica de Sao Carlos-USP).

Sulfato de Triglicina (TGS) é um dos mais importantes cristais ferroeletri
cos devido a sua grande aplicacao em detetores de radiacao infravermelha e em dispositivos de
imagem térmica. Faz-se a revelacao de dominios ferroeletricos, ‘afim de que se tenha certeza que
a lamina monocristalina utilizada na confeccao do detetor, exiba um unico dominio; condicao in
dispensavel para o funcionamento do dispositivo. Para esta avaliacdo a técnica de ataque qui
mico preferencial (agua duplamente destilada) foi, usada. Além disto, uma dlsposigaoregularde

dominios, devido ao efeito do choque térmico, foi verificada.




